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1.はじめに 

REBa2Cu3Oy(REBCO)膜は高い Jc-B 特性を有すること

から, 次世代超伝導線材用薄膜材料として精力的に研

究されている. 薄膜作製方法としてMOD法は量産化・

低コスト化に優れた方法であり, その中でもフッ素フ

リーMOD(FF-MOD)法は水蒸気を用いたフッ素の除去

が不要であるため, 作製パラメータが簡易な手法であ

る. また Jc-B 特性の向上には APC の導入が有効であ

ることが知られているが, FF-MOD 法においては APC

導入についての研究例は少ない. 

 そこで本研究では , APC 形成用添加元素として

BaZrO3 の形成が期待される Zr について , FF-MOD 

GdBCO膜形成における Zr添加効果について検討した. 

 

2.実験方法 

 MOD 塗布原料として,Gd,Ba,Cu の金属オクチル酸溶

液と粉末状のテトラキス Zr を用いた. テトラキス Zr

をトルエンに溶かし 1.0mol%から 10.0mol%まで添加

を行った. 作製した GdBCO溶液を LaAlO3単結晶基板

上にスピンコート法を用いて塗布し, 次いで仮焼, 本

焼, 最後に酸素アニールを行うことでテトラキスZr添

加 GdBCO膜を作製した. 

 

3.実験結果 

Fig. 1に(a)GdBCO-Pure膜及び Zr 添加 GdBCO膜の 

XRD パターンにおける Zr 添加量依存性((b)3.0mol%, 

(c)5.0mol%, (d)7.0mol%)を示す. Zr 添加膜は添加量が

7mol%で Pure 膜よりも高い(00l)ピークを示している.

これは Zr 添加により結晶成長が促進されることを示

唆している. また Fig. 2 の SEM 像から Zr の添加量が

増えるにつれて表面の析出物は増えるものの, 空隙径

の減少が観察された. より詳細な添加量依存性や超伝

導特性については当日報告する. 

 

Fig. 1 MOD-GdBCO膜の XRDパターンの 

Zr添加量依存性

 

Fig. 2 MOD-GdBCO膜の SEM 像における 

Zr添加量依存性 

(a) (b) 

(c) (d) 

第79回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2018 名古屋国際会議場 (愛知県名古屋市))19a-PB2-12 

© 2018年 応用物理学会 10-012 11


